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lersteller: VE

Si-npn-Darlington-Leistungsschalttrensistoren

Anwendung

Wechselrichter und Gleichstromsteller bel hoher Frequenz am 380=Ve und 220=-V=Netz, . B. flr
Wechselstrom-und Gleichstromentriebe, statische unterbrechungsfreie Stromversorgung, Schweife
umrichter

Besondere Merkmale

Potentialfreier Metallboden, A1203~Isolierkeramik, Dreifach-Diffusionstechnik, schnelle Invers-
Leistungsdiode, Glaspassivierung, grofe Kriechstrecken, Schraubenschliisse, marktiibliches MontagemaB.

Schraubanschltisse M5

Kunststoffkérper
Kennzeichnung

#5,8

Potentialfreier Metailboden Bild 1: Darstellung mit AnschluB-
‘ belegung

Messe: max. 280 g



“Grenzwerte

(Absolutes Grenzwertsystem)

Bild 2: Keﬁnzeichnung und Innenschealtung

Diese Werte gelten im gesamten Bereich der Sperrschichitemperatur, wenn nichts anderes angegeben.
g g P . geg

Kurze= -
zeichen Einheit Bemerkung
Kollektor-Emitter- Uspy 750 v (8U 508)
Spennung 900 v (SU 509) Ugp = =2 V
1000 v (sU 510)
Usgo 600 v (8U 508)
700 v {SU 509) Iz = 0
800 v (SU 510)
Emitter-Bagis<Spannung UEBO T v
Empfohlener Wert fiir Normalbetrieb
Kollektorstrom I 30 A (Nenngtrom)
Csat
Is 30 A :
e F
Ty 60 A tp £ 1ms, &8&0,1
-Ig 30 A ' Tp/ Iy
“Iay 60 A by £ 1 ms, £ 0,1 der Inve?sdiode
Basisstrom IB 2 . -
Ion 4 t, = 1 ms, 20,1
Gesamtverlustleistung Piot 250 W T, & 25 %
. & o
Sperrschichitemperatur 3 150 C
Gehdusetemperatur o min =25 o]
max 150 o
Legerungstemperatur - Jg 4 min 5 ¢ mex. 1 Jehr
in der Verpackung g mex 35 g :
min =40 % mex. 1 Monat
max 50 ¢
Anzugsc}rehmoment der min 4 Nn Gewindetiefe im Aluminiumkiihle-
Befestigungsschrauben mex 5 m kbrper £ 12 mm
Anzugsdrehmomgnt der min 148 Nm Lochtiefe 8 mm
Schraubanschliisse mex 2,2 Tm




Kollektorstromes
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0 25 50 75 100 125 180 °C Bild 3: Verlustleistungsreduktionse
—@’Z}" kurve
Kennwerte (gliiltig bei f(/qg =25 % - 5K) C
Kurz= Prif-
zeichen min. type meXo Einheit bedingungen
Kollektor-Emitter- Umryomo 600 v (SU 508) Ip = 0, Iy = 0,2 4,
Durchbruchspannung ; 700 v ESU 509% tp < 1 ms, Einzelimpuls
~ 800 v . (SU 510
Kollektor=Emitter= I 5 mA U =7
Reststrom CEV CE CEVmex,
UBE = =2 V
Emitter-Basis- I, 200 mA Upo =5 V, Iy = O
Reststrom EBO EB * e
Kollektor-Emitter=- U 2 v In=304, I, =14
i CEsat , o} ¢ B ®
Séttigungsspannung ) tp < 1 ms, Einzelimpuls
Basis-Emitter- U 2,5 v
S&attigungsspannung BBsat ’
Kollektor=-Basis- hosm 50 90 In =30 4y U =5V
Stromverhdlitnis 21B ¢ ! CCE
. tp 1 ms, Einzelimpuls
Negative Kollektor= ~Usg 138 v =-IC = IF = 30 A,
Emitter-Spannung
Durchlafspannung UF 1,8 v t 1 ms, Binzelimpuls
der Inversdiode P
Sperrerholungszeit % 0,2 us =L = I,.= 30 4,
der Inv diode I / ¢ F
) o 4in/0t==diy/dt=100 A//us
Sperrerholstromspitze IRM 9 A UBE = =5 V
der Inversdiode
Speicherzelt des tg A5 /us Ohmsche Last, Iy = 30 4,
Kollektorstromes IBT = “IBZ =14,
Abfellzeit des tf 3 Uop = 250 V




Kura- Ein=-
zeichen . mine type max. heit Priifbedingungen
Speicherzeit t 3,5 us . _
des Kollektorstromes 8 . / Induktive Last, I, = 30 A,
JIBT = 0,8 A,-Iy, = 3 A,
UCC = 30 V,
Abfallzeit te 0,5 us L =40 ,uH, UCEclamp= 300 v
des Kollektorstromes
Innerer Wirmewiderstend Rth'c? 0,5 . K/w
des Transistors J
Innerer Wérmewiderstand Rth‘cQ 2,5 K/W
der Inversdiode J
Montagewdrme- R G,2 X/W Ebenheit £ 100 ,um
: theh /
widerstand Reuhtiefe & 10 ,um
Montegedrehmoment
(4,5 + 0,5) Nm
Warmeleitpaste z.B. NP 4401
oder P 12
Isolations- U 2,5 kv t = 1 min
spennung ISOL{RMS)
60
A
, %40
Ic
20 \\
0
0 400 800 Vv 1200
40p
Y o 30V

Bild 4: Hochsizul&ssiger Arbeitsbereich
fir periodisches Ausschaliten
(RBSOA) mit Prifschaltung
_ < o
Io/Ig> 30 &, =1 = 2Ig, t, & 100 “c
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ild 6: Schaltzeiten in Abhingigkeit vom Kollektorstrom  (typ. Verlauf)

Diode

. dIc/dt = - dIp/dt
Transistor

Bild 7: Zeitlicher Verlauf des Stromes beim Einschalten des Transistors
auf eine leitende Freilaufdiode
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Bild 8: Sperrerholzeit in Abe-
héngigkeit von der Abfalle
geschwindigkeit des Durche
laBstromes (typ. Verleuf)
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Bild 9: Relativer Kéllektor»Basis»Reststrom in Abhi#ngigkeit

von der GehBusetemperatur
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